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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成24年9月27日(2012.9.27)

【公開番号】特開2012-119053(P2012-119053A)
【公開日】平成24年6月21日(2012.6.21)
【年通号数】公開・登録公報2012-024
【出願番号】特願2011-260601(P2011-260601)
【国際特許分類】
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   Ｈ０１Ｌ  27/105    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8246   (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｈ０１Ｌ  43/08    　　　Ｚ
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【手続補正書】
【提出日】平成24年8月9日(2012.8.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の面積範囲を有し、第１および第２の強磁性フリー層間に位置付けられたスペーサ
層を含む、磁気応答性スタックと、
　第１のフリー層に、スペーサ層とは反対側のその表面上で結合された少なくとも１つの
反強磁性（ＡＦＭ）タブとを含み、ＡＦＭタブは、第１の面積範囲よりも小さい第２の面
積範囲を有する、装置。
【請求項２】
　磁気応答性スタックの両側に各々結合された第１および第２の電極層をさらに含む、請
求項１に記載の装置。
【請求項３】
　第２のフリー層に、スペーサ層とは反対側のその表面上で結合された第２のＡＦＭタブ
をさらに含む、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　スタックの選択された側に結合された少なくとも１つの磁気シールドをさらに含む、請
求項１～３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　少なくとも１つの磁気シールドは、ＡＦＭタブの一部を収納する厚さ減少領域を有する
、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　ＡＦＭタブと磁気シールドとの間に絶縁層が配置されている、請求項４または５に記載
の装置。
【請求項７】
　ＡＦＭタブは、スタックの第１の端に隣接する空気軸受面からオフセット距離離れて、
第１のフリー層と接触している、請求項１～６のいずれか１項に記載の装置。
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【請求項８】
　ＡＦＭタブと第１の電極層とは同一平面上にあり、双方とも異なる場所で第１の強磁性
フリー層に結合されている、請求項２に記載の装置。
【請求項９】
　第１および第２のフリー層は各々、多層構造である、請求項１～８のいずれか１項に記
載の装置。
【請求項１０】
　第１の金属挿入層がＣｏxＦｅ1-x層とＮｉxＦｅ1-x層との間に位置し、第２の金属挿入
層がＮｉxＦｅ1-x層と（ＣｏxＦｅ1-x）yＢ1-y層との間に位置している、請求項１～９の
いずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　各フリー層とＡＦＭタブとの間に合成反強磁性体が配置されている、請求項１～１０の
いずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　データ変換ヘッドにおける読取センサとして特徴付けられる、請求項１～１１のいずれ
か１項に記載の装置。
【請求項１３】
　装置であって、
　第１の面積範囲を有し、第１および第２の強磁性フリー多層構造間に位置付けられたス
ペーサ層を含む、磁気応答性スタックを含み、第１および第２の強磁性フリー多層構造は
各々、スペーサ層に結合された（ＣｏxＦｅ1-x）yＢ1-y層と、ＡＦＭタブに結合されたＣ
ｏxＦｅ1-x層と、ＣｏxＦｅ1-x層と（ＣｏxＦｅ1-x）yＢ1-y層との間に配置されたＮｉx

Ｆｅ1-x層とを含んでおり、前記装置はさらに、
　第１のフリー層に、スペーサ層とは反対側のその表面上で結合された少なくとも１つの
反強磁性（ＡＦＭ）タブを含み、ＡＦＭタブは、第１の面積範囲よりも小さい第２の面積
範囲を有する、装置。
【請求項１４】
　多層構造のうちの少なくとも１つは、フリー層の磁気モーメントを弱める金属挿入層で
ある、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　不揮発性固体メモリセルとして特徴付けられる、請求項１３または１４に記載の装置。
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